
  English | 繁体 | RSS | 网站地图 | 收藏 | 邮箱 | 联系我们 

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。 

    首页 新闻 机构 科研 院士 人才 教育 合作交流 科学传播 出版 信息公开 专题 访谈 视频 会议 党建 文化  

  您现在的位置： 首页 > 科研 > 科研进展

半导体所在垂直磁各向异性材料MnGa研究方面取得重要进展

  文章来源：半导体研究所 发布时间：2012-08-14 【字号： 小  中  大 】 

最近，国际期刊《先进材料》报道了中科院半导体研究所超晶格室赵建华研究员和博士生朱礼军的最新研究成

果——制备出室温环境中同时具有超高垂直矫顽力、超强垂直磁各向异性和大磁能积MnGa单晶铁磁薄膜。 

同时具有高矫顽力、高垂直磁各向异性和高磁能积的磁性材料在超高密度垂直磁记录（~10Tb/inch2）、高性能

永磁体和高热稳定性并抗电磁干扰的自旋电子器件等方面有着广阔的应用前景。基于这类材料的自旋电子器件主要

包括高速、低功耗的磁电阻随机存储器；高空间分辨率、高灵敏度的磁性传感器、硬盘读头；高功率微波振荡器、

自旋光隔离器和自旋场效应管等。同时，垂直磁各向异性材料蕴含着丰富而有趣的物理现象，包括超大反常霍尔效

应、长寿命超快自旋进动和零磁场室温下向半导体高效率自旋注入等，对该类材料的研究一直是凝聚态物理领域的

热点。 

理论上预言，不含贵金属和稀土元素的L10相（四方面心结构）的铁磁MnGa同时具有高垂直磁晶各向异性、高磁

距、高磁能积、高自旋极化度、超低磁阻尼因子等一系列优异特性，是超高密度磁记录、永磁体和多种自旋电子器

件的重要备选材料，过去十余年中受到了高度关注。 

最近，赵建华研究组通过分子束外延方法，在半导体GaAs衬底上首次实现了L10相Mn1.5Ga均匀单晶薄膜的外延

生长。该类薄膜在室温环境中表现出4.3 T的超高垂直矫顽力、21.7 Merg/cc的超强磁晶各向异性，同时这类材料还

具有可以与稀土永磁体相媲美的磁能积以及接近完美矩形的磁滞回线。该材料支持记录密度超过27 Tb/inch2和热稳

定性60年以上的垂直磁记录，支持5 nm以下小尺寸的磁存储器和磁传感器等纳米器件。这类材料的另一个重要特点

是不含稀土和贵金属元素，成本低廉，有可能取代目前广泛使用的稀土永磁材料。 

该项工作得到了超晶格室郑厚植院士等的合作支持，以及国家自然科学基金委和科技部的经费支持。 
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